
Транзисторни усилватели с общ емитер (ОЕ) и общ сорс (ОС) 

Усилвателно стъпало с биполярен транзистор по схема с общ емитер1
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Графично построяване на входното и изходното напрежение върху товарната права в 

полето на статичните характеристики на биполярния транзистор.
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Усилвателно стъпало с биполярен транзистор по схема с общ емитер (ОЕ)
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Усилвателно стъпало с биполярен транзистор по схема с общ емитер (ОЕ)

При отчитане на вътрешното съпротивление RG на източника на входен сиг-

нал и при включване на товар в изхода със съпротивление RL за пълния

коефициент на усилване по напрежение се получава:

 LC

GiA

iA
UUG RRS

RR

R
AAA ||


 , където

LC

LC
LC

RR

RR
RR


||

 Входно и изходно съпротивление на схемата
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Усилвателно стъпало с полеви транзистор по схема с общ сорс (ОС)2
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Усилвателно стъпало с NMOS транзистор по схема с общ сорс (ОС)3
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LRПри включване на товар в изхода на схемата усилването има вида:
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 Входно и изходно съпротивление на схемата
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 Обобщение

- Динамичните параметри на ОЕ и ОС зависят от параметрите на транзис-

торите и от резисторите в схемата, които от своя страна зависят от постоянно-

токовия режим на транзистора. Следователно изчисляването на динамичните

параметри на стъпалата задължително се предшества от изчисляване на

постояннотоковите вериги и динамичните параметри на транзисторите.

- Схеми ОЕ и ОС усилват по напрежение и ток, които са сравними. Усилването

по мощност е голямо.

- Схеми ОЕ и ОС обръщат фазата на усиленото напрежение на 180°

транзистор

iU



 Входно и изходно съпротивление на схемата
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 Обобщение

- Динамичните параметри на ОЕ и ОС зависят от параметрите на транзис-

торите и от резисторите в схемата, които от своя страна зависят от постоянно-

токовия режим на транзистора. Следователно изчисляването на динамичните

параметри на стъпалата задължително се предшества от изчисляване на

постояннотоковите вериги и динамичните параметри на транзисторите.

- Схеми ОЕ и ОС усилват по напрежение и ток, които са сравними. Усилването

по мощност е голямо.

- Схеми ОЕ и ОС обръщат фазата на усиленото напрежение на 180°
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